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Juntura P - N
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Juntura metallrgica

’ Zona de Deplexion ‘
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Cada hueco que pasa del semiconductor P al N deja una carga
negativa fija

Cada electron que pasa del semiconductor N al P deja una carga
positiva fija

Se genera una zona de carga espacial llamada “Zona de Deplexion”

* Enla zona de deplexion hay campo eléctrico de magnitud E



JUNTURA P-N EN EQUILIBRIO
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En equilibrio
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Huecos por Campo
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Corriente por Campo
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Jup = q Up Pn(x) E(x)

Jop = Jup
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Campo que establece la
condicion de equilibrio
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pn(_xp) = pn(xn)e(VjO/UT)

Pn(xy) = pn(—xp)e(_VjO/UT)

Concentraciones de huecos
de la juntura en equilibrio

Pn (xn) = Pno

<

pn(_xp) = Ppo

Pno = ppO e(_VjO/UT)

Analizando la /’
concentracion

de electrones \

(o)
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JUNTURA P-N EN EQUILIBRIO

Concentracién
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« Con lajuntura en equilibrio en la zona de deplexion se establece un

potencial Vj,
» Las concentraciones de huecos y electrones en los bordes de la zona de

V.
_Jo
deplexion estan relacionadas por la exponencial e( /”T>

JUNTURA P-N CON POLARIZACION DIRECTA
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» Aplicamos una tensioén exterior Vp
+ Latension a través de la zona de deplexion es (—V;, + Vp)
+ Al cambiar la tension las nuevas concentraciones de portadores son:

[(—Vj0+VD)/UT] [(—V,-0+VD)/UT]

np(—xp) = nyee pn(xn) = Ppo€
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(_Vj0+VD)/U ] Concentracion [(_Vj0+VD)/U
np(_xp) = np(xn)e T de portadores pn(xn) = pn(_xp)e T
npO E + Pno
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+ Como consecuencia de la tension V se produce:

* Unainyeccion de huecos [ p,(x,) ]delazonaP alaN

+ Una inyeccion de electrones [ n,(—x,) ] de lazonaN ala P

| LEYDELAJUNTURA |

(VD/UT) Pn(xn) = pnOe(VD/UT)

np(=xp) = npoe

+ Podemos calcular como se distribuyen los electrones y huecos inyectados
aplicando la ecuacién de continuidad en la zonaN y P

» Las condiciones iniciales para aplicar la ecuacién de continuidad son

E=0 dpn _ dny _
dt dt

Pn (x)
* La solucién de la ecuacion de
continuidad nos dara n, (x)

pn(xy) = pnoe(VD/UT) np(_xp) = npoe(VD/UT)




(x+xp) (=x+xn)
n,(x) = [np(=x,) —npole In +nyo Pn(@) = [Pn(xn) —pnole 7 +pyo
Concentracion
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~— Tendremos corrientes por difusion de
huecos en la zona N y electrones en la
dn(x) dp(x)
=qD zona P =—
Jn(x) =q Dy dx ]p(x) q Dy dx

CORRIENTES EN LA JUNTURA P-N POLARIZADA DIRECTA
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— 3 parax=xy,

Jr= ]Dp(xn) +]Dn(_xp)

ECUACION DE LA JUNTURA P-N

Jr = Jop(xp) +]Dn(_xp)

]Dp(x) — qu [pn(zn) —_ pTLO] e(_L—pn)

p
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=
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Ecuacion de la Juntura P - N

P (N) N (Np)

+ VD

Depende de la polarizacion

Depende de la fabricacién
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CARACTERISTICA V- 1 JUNTURA P-N

Is=1,1x10%

P N

«— \ LV (voly)
I (Amp) ‘

[1=1s [exp (Vo/Uy) - 1] |
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